Martin Pilous

Rozbor vlivu parazitnich kapacit na spinaci tranzistor MOSFET

U MOSFETu vznikaji nejvétsi parazitni kapacity mezi G-D a mezi G-S a obé maji velky vliv na maximalni
moznou frekvenci tranzistoru, nebot pro kazdou UspéSnou zménu stavu je potfeba tyto kapacity
vybit/nabit pfes Gate. Rychlost vybijeni a nabijeni je tedy zavisla na Cgp, Cgs @ na odporu na Gatu Rg,

ktery je sou¢tem odporu zdroje a odporu hradla.

Cui = (1 + gst)CGD - Millerova kapacita
Cin = Cgs + Cy; -Celkova kapacita Gatu
R = Rg1 + Rga -Celkovy odpor Gatu
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Obr. 1.109. Zjednodu$ené nahradni Obr.1.110. Zavislost kapacit

schéma vykonového tranzistoru MOS na napéti Ups



